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１．概要（Summary） 

 近年、微細加工技術として注目されている技術分野に

MEMS・NEMS があり、多岐にわたる分野で研究や開発

が行われている。今回は、微細加工の基幹技術である電

子線描画について、最新鋭の大面積超高速電子線描画

装置を使用した Siウェハへの描画を行い、基本技術の習

得を目指した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 大面積超高速電子線描画装置、真空蒸着装置、超高

分解能電界放出形走査電子顕微鏡、マニュアルスピンコ

ーター 

【実験方法】 

スピンコーターによってZEP-520A、PMGI、ZEP-520A

の順にSi基板に３層レジストを成膜した。このようにして作

製したレジストに大面積超高速電子線描画装置を用いて

微細パターンを描画した。その後、真空蒸着装置を用い

てCr/Au薄膜を蒸着しTゲート電極を作製した。さらに走

査電子顕微鏡を用いてその構造観察を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 ３層レジストに大面積超高速電子線描画装置を用いて

行ったパターンの設計図および描画結果をそれぞれFig. 

1 と Fig. 2に示す。Fig. 2から電子線描画が成功してい 

 

ることがわかる。 

さらに真空蒸着装置を用いて金属薄膜を蒸着して作製

したTゲート電極のSEM観察像をFig. 3に示す。Fig. 3

より T ゲート電極が正しく作製できていることがわかる。ま

た、Type-A、Type-B、Type-C ごとに T ゲートの線幅 d

を変化させることに成功していることがわかる。以上の実

習過程を通じて、電子線描画装置を用いた微細加工に

関する技術習得を行うことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

b

c

d

3 mm

Type-A

10 um

5 um

400 nm

50 nm

Type-B Type-C

a

b

c

d

10 um

5 um

550 nm

100 nm

10 um

5 um

700 nm

150 nm

Fig. 1 T-gate pattern fabricated in this study. 

Fig. 3 SEM images of T-gate structure electrode.  
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Fig. 2 Pictures of T-gate patterns obtained by 

electron beam lithography. 
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